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© Bei einer Vorrichtung zum Beschichten eines 
Substrats (1) aus Polymethylmethacrylat mit Alumini- 
um, mit Hilfe einer Gleichstromquelle (10), welche 
mit einer in einer evakuierbaren Beschichtungskam- 
mer (15a) angeordneten Elektrode (5) verbunden ist, 
die elektrisch mit einem Target (3) in Verbindung 
steht, das zerstaubt wird und dessen zerstaubte 
Teilchen sich auf dem Substrat (1) niederschlagen, 
wobei in die Beschichtungskammer (15, 15a) ein 
ProzeBgas einbringbar ist, wird zur Verbesserung 
der Haftfestigkeit und Lebensdauer der Schicht (2) 
Heliumgas ais Prozeflgas eingelassen. 
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VORRICHTUNG ZUM BESCHICHTEN EINES KUNSTSTOFFSUBSTRATS, VORZUGSWEISE EINES 

POLYMETHYLMETHACRYLAT-SUBSTRATS MIT ALUMINIUM 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine 
Vorrichtung zum Beschichten eines Kunststoffsub- 
strats, vorzugsweise eines Polymethylmethacrylat- 
Substrats, mit Metall, vorzugsweise mit Aluminium, 
mittels einer Gleichstromquelle. welche mit einer in 5 
einer evakuierbaren Beschichtungskammer ange- 
ordneten Elektrode verbunden ist, die elektrisch mit 
einem Target in Verbindung stent, das zerstSubt 
wird und dessen zerstaubte Teilchen sich auf dem 
Substrat niederschlagen, wobei in die Beschich- to 
tungskammer ein ProzeBgas einbringbar ist. 

Bei bekannten Verfahren wird eine Aluminiums- 
chicht unmittelbar auf das Kunststoff substrat, z. B. 
auf Polykarbonat, aufgesputtert, und zwar ohne 
eine Zwischen- Oder Haftschicht. 15 

Dieses Verfahren hat den Nachteil, da/3 die 
Oxidationsbestandigkeit des Aluminiums sehr be- 
grenzt ist, d. h. da/3 es zum Beispiel bei langerer 
Lagerung des beschichteten Substrats erfahrungs- 
gema/3 zu einer Schichtkorrosion kommen kann. 20 
Weiterhin hat es den Nachteil, da/3 es Qbeitiaupt 
nur bei bestimmten, ausgewahlten Kunststoffstoffen 
anwendbar ist 

Ein besonderes Problem besteht beim Be- 
schichten von Kunststoffen aus der Gruppe der 25 
Polymethylacrylate, die beispielsweise als 
"Plexiglas" im Handel sind. Hier hat sich gezeigt, 
dai3 offenbar infolge der besonderen Empfindlich- 
keit dieses Werkstoffs gegen UV-Strahlung eine 
Ablosung der aufgesputterten Schicht bereits nach 30 
sehr kurzer Zeit erfolgt. TatsSchlich strahlt das 
Plasma beim Sputtern mit den Edelgasen Neon, 
Argon, Krypton und Xenon hauptsachlich UV-Strah- 
len im Wellenlangenbereich von 70 bis 105 nm 
aus. 35 

Der vorliegenden Erfindung liegt deshalb die 
Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zu schaffen, 
die geeignet ist, die Haftfestigkeit einer aufgesput- 
terten Aluminiumschicht auf dem Kunststoff substrat 
wesentlich zu verbessern, ohne da/3 herkommliche 40 
bzw. bereits vorhandene Vorrichtungen oder Anla- 
gen dafur ungeeignet sind bzw. ohne da/3 an die- 
sen wesentliche oder kostsplelige Umbauten oder 
Anderungen vorgenommen werden mUssen. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgema/3 dadurch 45 
geldst, da/3 als Prozefigas Helium (He) in die Be- 
schichtungskammer eingeleitet wird. 

Die Erfindung la/3t die verschiedensten AusfOh- 
rungsmogiichkeiten zu; eine davon ist in der an- 
hSngenden Zeichnung schematisch na'her darge- so 
stellt, die eine Sputteranlage fOr das DC-Sputtern 
zeigt. 

In der Zeichnung ist ein Kunststoffsubstrat 1 
dargestellt, das mit einer dOnnen, elektrisch le'rten- 



den Schicht 2 versehen werden soil. Diesem Sub- 
strat 1 liegt ein Target 3 gegenUber, das zu zer- 
stauben ist. Das Target 3 steht Ober ein im Schnitt 
U-formiges Element 4 mit einer Elektrode 5 in 
Verbindung, die auf einem Joch 6 runt, welches 
zwischen sich und dem Element 4 drei Dauerma- 
gnete 7, 8, 9 einschlie/3t. Die auf das Target 3 
gerichteten Polaritaten der Pole der drei Dauerma- 
gnete 7, 8, 9 wechseln sich ab, so da/3 jeweils die 
SUdpole der beiden aufleren Dauermagnete 7, 9 
mit dem Nordpol des mittleren Dauermagneten 8 
ein etwa kreisbogenformiges Magnetfeld durch das 
Target 3 bewirken. Dieses Magnetfeld verdichtet 
das Plasma vor dem Target 3, so da/3 es dort, wo 
die Magnetfelder das Maximum ihres Kreisbogens 
besitzen, seine gro/3te Dichte hat. Die lonen im 
Plasma werden durch ein elektrisches Feld be- 
schleunigt, das sich aufgrund einer Gleichspannung 
aufbaut, die von einer Gleichstromquelle 10 ange- 
geben wird. Diese Gleichstromquelle 10 ist mit 
ihrem negativen Pol Uber zwei fnduktivitaten 11,12 
mit der Elektrode 5 verbunden. Das elektrische 
Feld steht senkrecht auf der OberflSche des Tar- 
gets 3 und beschleunigt die positiven lonen des 
Plasmas in Richtung auf dieses in der Prozeflkam- 
mer 25 bzw. im BehSlter 24 angeordnete Target 3. 
Hierdurch werden mehr oder weniger viele Atome 
oder Partikel aus dem Target 3 herausgeschlagen, 
und zwar insbesondere aus den Gebieten 13, 14, 
wo die Magnetfelder ihre Maxima haben. Die zer- 
staubten Atome oder Partikel wandem in Richtung 
auf das Substrat 1, das sich unterhalb der Blende 
26 am Boden des Behalters 25 befindet, wo sie 
sich als dGnne Schicht 2 niederschlagen. 

FOr die Steuerung der dargestellten Anordnung 
kann ein Proze/3rechner vorgesehen werden, der 
MeBdaten verarbeitet und Steuerungsbefehle ab- 
gibt. Diesem Prozeflrechner konnen beispielsweise 
die Werte des gemessenen Partialdrucks in der 
Prozeflkammer 15 zugefOhrt werden. Aufgrund die- 
ser und anderer Daten kann er zum Beispiel den 
Helium-Gasflufl an dem BehSlter 16 Gber das in die 
Zufuhrungsleitung 22 eingeschaltete Ventil 18 re- 
geln und die Spannung an der Kathode einstelien. 
Der Prozefirechner ist auch in der Lage, alls ande- 
ren Variablen, zum Beispiel den Kathodenstrom zu 
regeln. Da derartige Prozeflrechner bekannt sind, 
wird auf eine Beschreibung ihres Aufbaus verzich- 
tet. 

Eine deutliche Steigerung der Haftfestigkeit der 
Schicht auf dem Polymethylmethacrylat-Substrat 1 
ist das Ergebnis der Verwendung von Helium-Gas 
als Prozefibzw. Sputtergas. 
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Auflistung der Einzelteile 

1 Substrat 

2 Schicht 

3 Target 

4 U-formiges Element 

5 Elektrode 

6 Joch 

7 Dauermagnet 

8 Dauermagnet 

9 Dauermagnet 

10 Gleichstromquelle 

11 Induktivitat 

12 Induktivitat 

13 Sputtergraben (Gebiet) 

14 Sputtergraben (Gebiet) 

15, 15a Raum, Beschichtungskammer 

16 Gasbehaiter 

17 Gasbehaiter 

18 Ventil 

21 EinlaCstutzen 

22 GaszufUhrungsleitung 

24 Behalter 

25 Behalter, Prozeflkammer 

26 Blende 

27 elektrischer Anschlufl (Masse-Leitung) 

28 elektrischer AnschluB 

29 Kondensator 



Anspruche 

1. Vorrichtung zum Beschichten eines Kunststoff- 
substrats (1 ), vorzugsweise eines 
Polymethylmethacrylat-Substrats, mlt Metall, insbe- 
sondere Aluminium, bestehend aus einer Gleich- 
stromquelle (10), welche mit elner in einer evaku- 
ierbaren Beschichtungskammer (15, 15a) angeord- 
neten Elektrode (5) verbunden ist, die elektrisch mit 
einem Target (3) in Verbindung stent, das zer- 
staubt wird und dessen zerstSubte Teilchen sich 
auf dem Substrat (1), niederschlagen, wobei in die 
Beschichtungskammer (15, 15a) ein Prozeflgas ein- 
bringbar ist, gekennzeichnet durch einen mit der 
Beschichtungskammer (15, 15a) Uber eine Gaszu- 
fUhrungsleitung (22) verbundenen, mit Helium ge- 
fUllten Behalter (16) und ein in die Zuftthrungslei- 
tung (22) eingeschaltetes Ventil (18) fUr den dosier- 
ten EinlaB des Heliums in die Beschichtungskam- 
mer (15, 15a). 

2. Verfahren zum Beschichten eines Kunststoffsub- 
strats (1), vorzugsweise eines 
Polymethylmethacrylat-Substrats, mit Metall, Insbe- 
sondere Aluminium, mittels einer Gleichstromquelle 
(10), welche mit einer in einer evakuierbaren Be- 
schichtungskammer (15, 15a) angeordneten Elek- 
trode (5) verbunden ist, die elektrisch mit einem 
Target (3) in Verbindung steht, das zerstSubt wird 



und dessen zerstaubte Teilchen sich auf dem Sub- 
strat (1) niederschlagen, wobei in die Beschich- 
tungskammer (15, 15a) ein Prozeflgas einbringbar 
ist, dadurch gekennzeichnet, daC als Prozeflgas 
5 Helium (He) in die Beschichtungskammer (15, 15a) 
einleitbar ist. 
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